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１．概要（Summary） 

京都大学ナノハブの設備を利用し、弊社のドライエッチ

ング技術を合わせて新しいウェハ微細パターニング技術

の開発を行っている。 

近年青色 LED(Laser Emitting Diode)の輝度を向上

させる技術として PSS(Patterned Sapphire Substrate)

加工が重要になりつつある。加工特性として PSS のサイ

ズを幅広く高く、直線的な側壁形状が求められる。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

レジスト塗布装置 

露光装置（i線ステッパ） 

レジスト現像装置 

 

・実験方法 

サファイア基板上にナノハブ拠点のレジスト塗布装置、

i 線ステッパ、現像装置により、フォトレジストをパターニン

グし弊社のドライエッチング装置でサファイア基板をエッ

チングし PSS構造を作製する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にフォトレジストのパターニング結果を示す。i線

ステッパとレジストの解像力の限界に近い大きいレジスト

を形成する。 

Fig. 2に PSS構造のエッチング結果を示す。弊社のド

ライエッチング装置により幅広く高くかつ直線的な側壁形

状が実現できる。 

 

 

 

 

Fig.1 SEM image of Lithography. 

 

 

Fig.2 SEM image of Dryetched PSS. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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